Calculo e Projeto de Dissipadores
de Calor para Diodos e Tiristores
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Modelos para Calculo @&
Térmico de Semicondutores

Modelo para Regime Permanente

Temperatura no conjunto semicondutor
1 + dissipador nao varia.

Modelo para Regime Transitorio

-

.. Temperatura no conjunto semicondutor
//( + dissipador varia.



Modelo para Regime
Permanente

Modelo utilizando analogia a circuitos elétricos
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T;: Temperatura de juncéo (°C) — Dado do fabricante Usualmente 125°C);
T.: Temperatura da capsula (°C);

T4 Temperatura do dissipador (°C);

T,: Temperatura ambiente (°C);

R;.: Resisténcia térmica jungao-capsula (°C/W);

R.4: Resisténcia térmica capsula-dissipador (°C/W),
R4, Resisténcia térmica dissipador-ambiente (°C/W);

P: Poténcia térmica que flui da juncdo para o ambiente (W).



Modelo para Regime
Permanente

. T.-T,=R,-P

Rja = ch + Rcd i Rda

R;.: Resisténcia térmica jungéo-ambiente (°C/W);
R;4: Resisténcia térmica juncéo-dissipador (°C/W);

R.,: Resisténcia térmica capsula-ambiente (°C/W);
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Modelo para Regime
Transitorio

Modelo utilizando analogia a circuitos elétricos
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wpelo fabncante] Resolvendo por Laplace e Manipulando
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Z.: Impedancia térmica (°C/W); 20 Rja | 1= gRiCe ] =7
AT. Variacao de Temperatura (°C);




Caracteristica dos
Dissipadores
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Metodologia de Projeto

e Calcula-se a poténcia média dissipada no semicondutor;

* Em funcao dos parametros de catalogo fornecidos pelo
fabricante, calcula-se a resisténcia térmica dissipador-
ambiente para que a temperatura de juncao nao
ultrapasse o valor desejado;

* Aresisténcia térmica do dissipador deve ser menor que
a calculada.

— Calcula-se um R, utilizando um dissipador com R, exatamente
igual: T :(ch +R, +Rda)'P+Ta Obtém-se uma T..

— Com Ry, maior (Ry,,): T, > T,

— Com Ry, menor (Ry, ): T, <T,
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Metodologia de Projeto

Resisténcia Térmica do Pefrfil:
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Exemplo de Projeto

D
N

D" +
v(ot) = \/§°220-S€n(0)t) v(mt)r\) ip| gR v
f=60Hz ]
R =100 el
D = SKN20/04 " /\
ch = 2°C/W (Rthj ) 0 m 2n 3n i
Rcd = 1OC/W (Rthcs)
T,=180°C 04, 045220 o,
Viro) = 0,85V R 10
rr=11mQ 0,707V, 0,707-220
Ta - SOOC IDef = , R - = ; 10 :1595514

P=Viodpea 171 py” = P=085-99+11-107 -(15,55)> = 1 L,OTW

130
AT =P(R, +R,+R,)= Ry =——-3=882°C/W

R,.(dissipador) < 8,82°C/W







